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Descriptores B.O.E.

Funcionamiento y limitaciones de |os dispositivos electronicos. Modelos fisicos y circuitales.

Temario

1. Introduccién alafisica microscopica. (2 horas)

2. Materiales semiconductores. (8 horas)
2.1 Estructura, propiedades y portadores de carga en |os semiconductores.
2.2 Andlisis estadistico. Homogeneidad en los semiconductores.
2.3 Semiconductores fuera del equilibrio.
2.4 Laecuacion de continuidad

3. Uniones. (8 horas)
3.1 Launién pn.
3.2 La unién metal semiconductor.

4. Transistores de efecto potencial (6 horas)
4.1 El transistor bipolar de union (BJT)

5. Transistores de efecto campo (6 horas)
5.1 El transistor de efecto campo metal éxido semiconductor
5.2 El transistor de efecto campo metal semiconductor

Requisitos Previos

Esta asignatura no tiene prerrequisitos. Sin embargo, es conveniente que quienes la cursen hayan
superado las materias bésicas de mateméticas y fisica, asi como las correspondientes a contenidos
fundamental es de el ectronica.
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Objetivos

1. Conocimiento:
El estudiante seré capaz de:
-adquirir conocimientos fundamental es sobre el funcionamiento de los dispositivos el ectronicos,
-conocer los modelos de funcionamiento de diodos y transistores basados en semiconductor e
identificar sus limitaciones,
-conocer |os procesos bésicos de fabricacion de dispositivos semiconductores,
-localizar nuevos conocimientos mediante busqueda bibliografica.

2. Destrezas:
El estudiante sera capaz de:
-interpretar diagramas de bandas de materiales semiconductores.
-utilizar modelos eléctricos en el andlisis de circuitos, conociendo sus limitaciones.
-predecir & funcionamiento cualitativo de nuevas estructuras de semiconductores.
-presentar en publico resultados y propuestas.

3. Actitudes
El estudiante sera capaz de:
-trabajar en equipo.
-desarrollar €l espiritu critico.
-apreciar el orden, ladisciplina, € rigor, el método.
-reaccionar ante las adversidades.
-interiorizar valores como el respeto, lasolidaridad y lajusticia.

Metodologia

L os contenidos de la asignatura se desarrollan, fundamentalmente, mediante clases expositivas de
caracter tedrico y, en €l laboratorio, por simulacién guiada de los procesos fisicos més relevantes
en los semiconductores. En ambos casos se parte de |os conceptos més béasicos para establecer los
fundamentos que se pretenden incorporar a proceso ensefianza aprendizaje.

La participacion de los estudiantes se considera esencial. Para favorecerla se propone la
realizacion de algunos trabaj os de aprendizaje activo, como la preparacion y presentacion de partes
de teoria, la resolucion y presentacion de problemas y gjercicios de aplicacion que faciliten la
asimilacion de los conceptos tedricos presentados. Por razones operativas estos trabajos se
reservan alos estudiantes que asistan regularmente a clase.

Ademas se plantea la posibilidad de contar con las herramientas de apoyo a la ensefianza

presencial del campus virtual de la ULPGC con la incorporaciéon de ‘tareas’ y ‘cuestionarios
Moodle parafacilitar el aprendizaje de la asignatura& #61482;

Criterios de Evaluacion
La redlizacidén y superacion de las practicas de laboratorio es un requisito para aprobar la
asignatura (se superan con una calificacion en précticas igual o superior a 50% de la calificacion
maximareservada a ellas).

Actividades que liberan materia
- Prueba escritafina de hasta dos horas de duracién (hasta el 70%)

Actividades que no liberan materia
- Realizacion de 'tareas' y 'cuestionarios Moodle (hasta el 10%)
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- Trabajos de curso: exposiciones tedricasy resolucion de problemas de clase (hasta el 20%)

Descripcion de las Préacticas

Serealizaran en el Laboratorio de Tecnologia de Circuitos.

En las sesiones practicas (8 horas) se propondran y resolveran problemas de aplicacion de los
contenidos desarrolados en las cal ases tedricas.

Ademés se realizaran sesiones de simulacién (7 horas) que sirvan de g emplo para comprender €l
funcionamiento de | os dispositivos electronicos estudiados. Las simulaciones arealizar son:

1. Cristales semiconductores y concentracién de portadores (1 hora).

2. Launién pn (2 horas).

3. El transistor bipolar de unén (2 horas).

4. El sistemaMOS (2 horas).
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Resumen en Inglés

The purpose of this course is to explore the internal behavior of semiconductor devices, so that we
can understand the relation between the device geometry and material parameters on one hand and
the resulting electrical characteristics on the other hand.

'‘Dispositivos electronicos provides the link between the physics of semiconductors and the design
of electronic circuits: it is primarily devoted to produce electrical models of some basic
semiconductor devices such as Diodes, Bipolar Junction Transistors, and MOS Field Effect
Transistors.
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